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Amaç 
 
RF/Mikrodalga devrelerde, Analog/RF/mw-wave entegre devreler ve komunikasyon sistemlerinde 
araştırma ve geliştirme yapmak. 
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İş Deneyimi 
 
Analog Devices, İstanbul Türkiye                                                                                 2014 – şimdi 
Tasarım Müdürü 

 RF-Mikrodalga control ürün grubu tasarım müdürü, tasarım ve ürün geliştirme liderliği, RF 
yükseltici, anahtarlama ve RF-önyüz ürünlerin tanımlanması ve fizibilitelerinden pazara 
açılmalarına kadar sorumlu. Senelik $70M dolarlık ürün portföyünün tasarım sorumluluğu. 

 
T.C. Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul Türkiye 
Dr. Ogr. Üyesi. Elektrik Elektronik Mühendisliği,                           2018 – şimdi 

 RF Tümleşik devreler 
 
Hittite Microwave Corporation, İstanbul, Türkiye              2012 – 2014 
Senyör RF/Analog Tasarım Mühendisi 

 SiGe ve GaAs yarı iletken teknoljileri kullanarak düşük gürültülü yükseltici, sönümlendirici ve 
anahtarlama devrelerinin tasarımı. 

 
Intel Corporation, Hillsboro, OR, USA              2011 – 2012 
Senior RF/Analog Design Engineer 

 En ileri CMOS teknolojilerde, 22nm-14nm gibi, RF tümleşik aktif ve pasif devrelerin tasarımı. 
 
University of California, San Diego (UCSD), La Jolla, CA, USA                                 2006 – 2011 
Doktora Araştırma Öğrencisi    

 İlk mm-dalga boyunda yonga-boyutunda ölçeklendirilebilen (wafer-scale) ğüç güçlendiricisinin 
tasarımı: W-bandında güçlendirici dizisinin IBM 0.13-μm 8HP teknolojisinde tasarımı. 13 dBm 
çıkış gücünü tek bir PA elemanından alarak, 94 GHz’de 3x3 yükseltici dizisi tasarlandı. 33 dBm 
den fazla EIRP (effective radiated power) ve tek bir çipten alınan en yüksek güç seviyesine 
ulaşıldı. Bu çalışma ABD DARPA ELASTx (Efficient Linearized All-Silicon Transmitter ICs) 
programı tarafından desteklendi ve şuan birçok wafer-scale transmitörlerde ve 100 GHz ve üstü 
fazlı dizilerde (phased-array) kulllanılmaktadır.  
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 Dijital yönlendirmeli fazlı diziler için (digital beam forming phased array) ilk iki-kanallı Ku-band 
BiCMOS alıcısının Jazz 0.18-μm SBC18HX teknolojisinde tasarımı. Çift aşağı cevirici (dual 
down-conversion) 15 GHz’de düşük 1/f gürültüsü ile veçok düsüş kanallar arası kuple ile 
gerçeklendi. Tasarlanan yonga  Rockwell Collins tarafından ilk taşınabilir silicon tabanlı on-the-
move SATCOM radarı yapımında kullanıldı ve radarın  3 farklı yönde ilerleyen 3 hedefi 
simultane olarak takip edebileceği gösterildi 

 Terahertz frekanslarında güç üretimi: milliwatt-sevisyesinde gücü 170-220 GHz’de 45-nm dijital 
CMOS teknolojisi kullanarak gerçeklemek. Güç üretimi 94 GHz’de güçlendiricileri takip eden 
ikileştiriciler (doubler) kullanırak elde edildi. 

 Bir PCB board üzerinde ilk silicon tabanlı X/Ku-band 8-elemanlı fazlı dizinin gerçeklenmesi. 
Sistem seviyesinde 60 derece ayarlanabilir dizi gösterildi.              

 C-band’ında 8x8 Butler matriksinin IBM 0.13-μm 8RF teknojisi kullanılarak kablosuz iletişim 
uygulamaları için tasarlanması ve ölçülmesi. 

 Düşük kayıplı yüksek izolasyonlu millimeter dalga boyunda SP4T ve SPDT anahtar devrelerinin 
IBM 0.13-μm 8HP teknolojisinde tasarlanması. En geniş bantlı SP4T anahtarlama devresi 3.3 
dB’den az kayıp ve 25 dB’den fazla izolasyon ile DC’den  65 GHz’e  kadar elde edildi. 60 GHz’e 
kadar en düşük kayıplı SP4T gerçeklendi. 

 Temazsız mikro-dalga kavite resonator methoduyla gamma ray detector yapılması. Düşük 
gürültü sevisyesi elde edilerel, düşük enerjisi gamma ray fotonlarının (< 100 keV) oda 
sıcaklığında tespit edilebileceği gösterildi. 

 
Viyana Teknik Üniversitesi, Viyana, Avusturya                                      Haziran – Eylül 2005 
TARGET (Top Amplifier Research Groups in a European Team) Stajer Öğrenci 

 Class AB ve Doherty güç yükselticisinin LDMOS transistorleri ile 2.1 GHz’de tasarımı. 35 dBm 
çıkış gücü and 55% PAE elde edildi. 

 
 

Tasarım ve Ölçüm Kabiliyetleri 
 
Yazılım: Cadence – SpectreRF, Agilent ADS, Sonnet, Ansoft HFSS, Agilent Momentum, Matlab. 
 
Ölçüm Sistemleri: Vector network analyzers, spectrum/signal analyzers, power meters, S-parameters, 
on-wafer kalibrasyon and tümleşik devrelerin DC’den 110 GHz’e ölçümü, anten ölçümleri 
 
IC Teknolojileri: IBM 0.13-μm SiGe BiCMOS (8HP), IBM 0.13-μm CMOS (8RF), Jazz 0.18-μm SiGe 
BiCMOS (SBC18HX), IBM 45 nm CMOS (12SOI), INTEL 22nm/14nm CMOS, WIN GaAs, GF CSOI 
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